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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子と、
　前記発光素子に流れる電流値を決定する第１のトランジスタと、
　ビデオ信号によって、前記発光素子の発光、非発光を決定する第２のトランジスタとを
画素に有する発光装置であって、
　電源線と前記発光素子との間に、前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタ
が直列に接続され、
　前記第１のトランジスタのゲートは前記第１のトランジスタのソース、ドレインのどち
らか一方に接続され、
　前記第１のトランジスタが飽和領域で動作し、
　前記第２のトランジスタが線形領域で動作することを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　発光素子と、
　前記発光素子に流れる電流値を決定する第１のトランジスタと、
　ビデオ信号によって、前記発光素子の発光、非発光を決定する第２のトランジスタと、
　前記ビデオ信号に関わらず、前記発光素子を非発光状態にする第３のトランジスタとを
画素に有する発光装置であって、
　電源線と前記発光素子との間に、前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタ
が直列に接続され、
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　前記第１のトランジスタのゲートは前記第１のトランジスタのソース、ドレインのどち
らか一方に接続され、
　前記第１のトランジスタが飽和領域で動作し、
　前記第２のトランジスタが線形領域で動作することを特徴とする発光装置。
【請求項３】
　発光素子と、
　前記発光素子に流れる電流値を決定する第１のトランジスタと、
　ビデオ信号によって、前記発光素子の発光、非発光を決定する第２のトランジスタと、
　前記ビデオ信号の入力を制御する第３のトランジスタと、
　前記ビデオ信号に関わらず、前記発光素子を非発光状態にする第４のトランジスタとを
画素に有する発光装置であって、
　電源線と前記発光素子との間に、前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタ
が直列に接続され、
　前記第１のトランジスタのゲートは前記第１のトランジスタのソース、ドレインのどち
らか一方に接続され、
　前記第１のトランジスタが飽和領域で動作し、
　前記第２のトランジスタが線形領域で動作することを特徴とする発光装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記第１のトランジスタはディプリーション型であることを特徴とする発光装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタの極性が共にＰ型であり、
　前記第１のトランジスタの閾値電位が前記第２のトランジスタの閾値電位よりも高いこ
とを特徴とする発光装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタの極性が共にＮ型であり、
　前記第１のトランジスタの閾値電位が前記第２のトランジスタの閾値電位よりも低いこ
とを特徴とする発光装置。
【請求項７】
　画素電極と、
　前記画素電極に流れる電流値を決定する第１のトランジスタと、
　ビデオ信号によって、前記画素電極への電流の供給の有無を決定する第２のトランジス
タとを画素に有する素子基板であって、
　電源線と前記画素電極との間に、前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタ
が直列に接続され、
　前記第１のトランジスタのゲートは前記第１のトランジスタのソース、ドレインのどち
らか一方に接続され、
　前記第１のトランジスタが飽和領域で動作し、
　前記第２のトランジスタが線形領域で動作することを特徴とする素子基板。
【請求項８】
　画素電極と、
　前記画素電極に流れる電流値を決定する第１のトランジスタと、
　ビデオ信号によって、前記画素電極への電流の供給の有無を決定する第２のトランジス
タと、
　前記ビデオ信号に関わらず、前記画素電極への電流の供給を無にする第３のトランジス
タとを画素に有する素子基板であって、
　電源線と前記画素電極との間に、前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタ
が直列に接続され、
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　前記第１のトランジスタのゲートは前記第１のトランジスタのソース、ドレインのどち
らか一方に接続され、
　前記第１のトランジスタが飽和領域で動作し、
　前記第２のトランジスタが線形領域で動作することを特徴とする素子基板。
【請求項９】
　画素電極と、
　前記画素電極に流れる電流値を決定する第１のトランジスタと、
　ビデオ信号によって、前記画素電極への電流の供給の有無を決定する第２のトランジス
タと、
　前記ビデオ信号の入力を制御する第３のトランジスタと、
　前記ビデオ信号に関わらず、前記画素電極への電流の供給を無にする第４のトランジス
タとを画素に有する素子基板であって、
　電源線と前記画素電極との間に、前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタ
が直列に接続され、
　前記第１のトランジスタのゲートは前記第１のトランジスタのソース、ドレインのどち
らか一方に接続され、
　前記第１のトランジスタが飽和領域で動作し、
　前記第２のトランジスタが線形領域で動作することを特徴とする素子基板。
【請求項１０】
　請求項７乃至請求項９のいずれか一項において、
　前記第１のトランジスタはディプリーション型であることを特徴とする発光装置。
【請求項１１】
　請求項７乃至請求項１０のいずれか一項において、
　前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタの極性が共にＰ型であり、
　前記第１のトランジスタの閾値電位が前記第２のトランジスタの閾値電位よりも高いこ
とを特徴とする素子基板。
【請求項１２】
　請求項７乃至請求項１０のいずれか一項において、
　前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタの極性が共にＮ型であり、
　前記第１のトランジスタの閾値電位が前記第２のトランジスタの閾値電位よりも低いこ
とを特徴とする素子基板。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電流を発光素子に供給するための手段と発光素子とが、複数の各画素に備えら
れた発光装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
発光素子は自ら発光するため視認性が高く、液晶表示装置（ＬＣＤ）で必要なバックライ
トが要らず薄型化に最適であると共に、視野角にも制限が無い。そのため近年、発光素子
を用いた発光装置は、ＣＲＴやＬＣＤに代わる表示装置として注目されている。なお、本
明細書において発光素子は、電流または電圧によって輝度が制御される素子を意味してお
り、ＯＬＥＤ（Organic Light Emitting Diode）や、ＦＥＤ（Field Emission Display）
に用いられているＭＩＭ型の電子源素子（電子放出素子）等を含んでいる。
【０００３】
なお発光装置とは、パネルと、該パネルにコントローラを含むＩＣ等を実装した状態にあ
るモジュールとを含む。さらに本発明は、該発光装置を作製する過程における、パネルが
完成する前の一形態に相当する素子基板に関し、該素子基板は、電流を発光素子に供給す
るための手段を複数の各画素に備える。
【０００４】
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発光素子の１つであるＯＬＥＤ（Organic Light Emitting Diode）は、電場を加えること
で発生するルミネッセンス（Electroluminescence）が得られる電界発光材料を含む層（
以下、電界発光層と記す）と、陽極層と、陰極層とを有している。電界発光層は陽極と陰
極の間に設けられており、単層または複数の層で構成されている。これらの層の中に無機
化合物を含んでいる場合もある。電界発光層におけるルミネッセンスには、一重項励起状
態から基底状態に戻る際の発光（蛍光）と三重項励起状態から基底状態に戻る際の発光（
リン光）とが含まれる。
【０００５】
次に、一般的な発光装置の画素の構成とその駆動について簡単に説明する。図９に示した
画素は、スイッチング用トランジスタ９００、駆動用トランジスタ９０１と、容量素子９
０２と、発光素子９０３とを有している。スイッチング用トランジスタ９００は、ゲート
が走査線９０５に接続されており、ソースとドレインが一方は信号線９０４に、もう一方
は駆動用トランジスタ９０１のゲートに接続されている。駆動用トランジスタ９０１は、
ソースが電源線９０６に接続されており、ドレインが発光素子９０３の陽極に接続されて
いる。発光素子９０３の陰極は対向電極９０７に接続されている。容量素子９０２は駆動
用トランジスタ９０１のゲートとソース間の電位差を保持するように設けられている。ま
た、電源線９０６、対向電極９０７には、電源からそれぞれ所定の電圧が印加されており
、互いに電位差を有している。
【０００６】
走査線９０５の信号によりスイッチング用トランジスタ９００がオンになると、信号線９
０４に入力されたビデオ信号が駆動用トランジスタ９０１のゲートに入力される。この入
力されたビデオ信号の電位と電源線９０６の電位差が駆動用トランジスタ９０１のゲート
・ソース間電圧Ｖｇｓとなり、発光素子９０３に電流が供給され、発光素子９０３が発光
する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、例えば、ポリシリコンを用いたトランジスタは、電界効果移動度が高く、オン
電流が大きいので、発光装置のトランジスタとして適している。しかし、ポリシリコンを
用いたトランジスタは、結晶粒界に形成される欠陥に起因して、その特性にばらつきが生
じやすいといった問題点を有している。
【０００８】
図９に示した画素において、駆動用トランジスタ９０１のドレイン電流が画素毎にばらつ
くと、ビデオ信号の電位が同じであっても駆動用トランジスタ９０１のドレイン電流が画
素間で異なり、結果的に発光素子９０３の輝度ムラが生じてしまうという問題があった。
【０００９】
ドレイン電流のばらつきを抑制する手段として、特願２００３－００８７１９号で提案し
た、駆動用トランジスタ９０１のＬ／Ｗ（Ｌ：チャネル長、Ｗ：チャネル幅）を大きくす
る方法がある。ここで、駆動用トランジスタ９０１の飽和領域におけるドレイン電流Ｉｄ
ｓは式１で与えられる。
【００１０】
【式１】
Ｉｄｓ＝β（Ｖｇｓ－Ｖｔｈ）2／２
【００１１】
式１から、駆動用トランジスタ９０１の飽和領域におけるドレイン電流ＩｄｓはＶｇｓの
僅かな変化に対しても流れる電流に大きく影響するため、発光素子９０３が発光している
期間に駆動用トランジスタ９０１のゲート・ソース間に保持した電圧Ｖｇｓが変化しない
ように注意する必要がある。そのためには駆動用トランジスタ９０１のゲート・ソース間
に設けられた容量素子９０２の容量を大きくすることや、スイッチング用トランジスタ９
００のオフ電流を低く抑える必要がある。
【００１２】
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スイッチング用トランジスタ９００のオフ電流を低く抑えること、且つ、大きな容量を充
電するためにオン電流を高くすること、両方を満たすことはトランジスタ作製プロセスに
おいては難しい課題である。
【００１３】
また、スイッチング用トランジスタ９００のスイッチングや信号線、走査線の電位の変化
等に伴い、駆動用トランジスタ９０１のＶｇｓが変化してしまうという問題もある。これ
は、駆動用トランジスタ９０１のゲートにつく寄生容量によるものである。
【００１４】
本発明は上述した問題に鑑み、スイッチング用トランジスタ９００のオフ電流を低く抑え
る必要はなく、容量素子９０２の容量も大きくする必要はなく、寄生容量による影響も受
けにくい、且つ、駆動用トランジスタ９０１の特性のばらつきに起因する、画素間におけ
る発光素子９０３の輝度ムラを抑えることができる発光装置及び素子基板の提案を課題と
する。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
本発明では、ディプリーション型のトランジスタを駆動用トランジスタとして用い、前記
駆動用トランジスタのゲートは電位を固定するか、前記駆動用トランジスタのソースまた
はドレインと接続し、前記駆動用トランジスタは飽和領域で動作させ、常に電流が流れる
状態にしておく。前記駆動用トランジスタと直列に線形領域で動作する電流制御用トラン
ジスタを配し、スイッチング用トランジスタを介して画素の発光、非発光の信号を伝える
ビデオ信号は前記電流制御用トランジスタのゲートに入力する。
【００１６】
ここで、前記駆動用トランジスタ以外は、通常のエンハンスメント型トランジスタとする
。
【００１７】
前記電流制御用トランジスタは線形領域で動作するため前記電流制御用トランジスタのソ
ース・ドレイン間電圧Ｖｄｓは小さく、前記電流制御用トランジスタのゲート・ソース間
電圧Ｖｇｓの僅かな変動は、発光素子に流れる電流に影響しない。発光素子に流れる電流
は飽和領域で動作する前記駆動用トランジスタにより決定される。よって、前記電流制御
用トランジスタのゲート・ソース間に設けられた容量素子の容量を大きくしたり、前記ス
イッチング用トランジスタのオフ電流を低く抑えたりしなくても、発光素子に流れる電流
には殆ど影響しない。また、前記電流制御用トランジスタのゲートにつく寄生容量による
影響も受けない。このため、ばらつき要因が減り、画質を大いに高めることができる。
【００１８】
また、前記スイッチング用トランジスタはオフ電流を低く抑える必要がないため、トラン
ジスタ作製プロセスを簡略化することができ、コスト削減、歩留まり向上に大きく貢献す
ることができる。
【発明の実施の形態】
（実施の形態１）
図１に、本発明の発光装置が有する画素の一実施形態を示す。図１に示す画素は、発光素
子１０４と、ビデオ信号の画素への入力を制御するためのスイッチング素子として用いる
トランジスタ（スイッチング用トランジスタ）１０１と、発光素子１０４に流れる電流値
を制御する駆動用トランジスタ１０２、発光素子１０４への電流の供給を制御する電流制
御用トランジスタ１０３とを有している。さらに本実施の形態のように、ビデオ信号の電
位を保持するための容量素子１０５を画素に設けても良い。
【００１９】
駆動用トランジスタ１０２及び電流制御用トランジスタ１０３は同じ極性を有する。駆動
用トランジスタ１０２にはディプリーション型トランジスタを用い、駆動用トランジスタ
１０２以外のトランジスタは、通常のエンハンスメント型トランジスタとする。さらに本
発明では、駆動用トランジスタ１０２を飽和領域で、電流制御用トランジスタ１０３を線
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形領域で動作させる。
【００２０】
また、駆動用トランジスタ１０２のＬをＷより長く、電流制御用トランジスタ１０３のＬ
をＷと同じか、それより短くてもよい。より望ましくは、駆動用トランジスタ１０２のＷ
に対するＬの比が５以上にするとよい。
【００２１】
そしてスイッチング用トランジスタ１０１のゲートは、走査線Ｇｊ（ｊ＝１～ｙ）に接続
されている。スイッチング用トランジスタ１０１のソースとドレインは、一方が信号線Ｓ
ｉ（ｉ＝１～ｘ）に、もう一方が電流制御用トランジスタ１０３のゲートに接続されてい
る。駆動用トランジスタ１０２のゲートは電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続されている。
そして駆動用トランジスタ１０２及び電流制御用トランジスタ１０３は、電源線Ｖｉ（ｉ
＝１～ｘ）から供給される電流が、駆動用トランジスタ１０２及び電流制御用トランジス
タ１０３のドレイン電流として発光素子１０４に供給されるように、電源線Ｖｉ（ｉ＝１
～ｘ）、発光素子１０４と接続されている。本実施の形態では、電流制御用トランジスタ
１０３のソースが電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続され、駆動用トランジスタ１０２のド
レインが発光素子１０４の画素電極に接続される。
【００２２】
なお駆動用トランジスタ１０２のソースを電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続し、電流制御
用トランジスタ１０３のドレインを発光素子１０４の画素電極に接続してもよい。
【００２３】
発光素子１０４は陽極と陰極と、陽極と陰極との間に設けられた電界発光層とからなる。
図１のように、陽極が駆動用トランジスタ１０２と接続している場合、陽極が画素電極、
陰極が対向電極となる。発光素子１０４の対向電極と、電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）のそれ
ぞれには、発光素子１０４に順バイアス方向の電流が供給されるように、電位差が設けら
れている。
【００２４】
容量素子１０５が有する２つの電極は、一方は電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続されてお
り、もう一方は電流制御用トランジスタ１０３のゲートに接続されている。容量素子１０
５はスイッチング用トランジスタ１０１が非選択状態（オフ状態）にある時、容量素子１
０５の電極間の電位差を保持するために設けられている。なお図１では容量素子１０５を
設ける構成を示したが、本発明はこの構成に限定されず、容量素子１０５を設けない構成
にしても良い。
【００２５】
図１では駆動用トランジスタ１０２および電流制御用トランジスタ１０３をP型トランジ
スタとし、駆動用トランジスタ１０２のドレインと発光素子１０４の陽極とを接続した。
逆に駆動用トランジスタ１０２および電流制御用トランジスタ１０３をN型トランジスタ
とするならば、駆動用トランジスタ１０２のソースと発光素子１０４の陰極とを接続する
。この場合、発光素子１０４の陰極が画素電極、陽極が対向電極となる。
【００２６】
次に、図１に示した画素の駆動方法について説明する。図１に示す画素は、その動作を書
き込み期間、データ保持期間とに分けて説明することができる。まず書き込み期間におい
て走査線Ｇｊ（ｊ＝１～ｙ）が選択されると、走査線Ｇｊ（ｊ＝１～ｙ）にゲートが接続
されているスイッチング用トランジスタ１０１がオンになる。そして、信号線Ｓｉ（ｉ＝
１～ｘ）に入力されたビデオ信号が、スイッチング用トランジスタ１０１を介して電流制
御用トランジスタ１０３のゲートに入力される。なお、駆動用トランジスタ１０２はゲー
トが電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続されているため、常にオン状態である。
【００２７】
ビデオ信号によって電流制御用トランジスタ１０３がオンになる場合は、電源線Ｖｉ（ｉ
＝１～ｘ）を介して電流が発光素子１０４に供給される。このとき電流制御用トランジス
タ１０３は線形領域で動作しているため、発光素子１０４に流れる電流は、飽和領域で動
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作する駆動用トランジスタ１０２と発光素子１０４の電圧電流特性によって決まる。そし
て発光素子１０４は、供給される電流に見合った高さの輝度で発光する。
【００２８】
またビデオ信号によって電流制御用トランジスタ１０３がオフになる場合は、発光素子１
０４への電流の供給は行なわれず、発光素子１０４は発光しない。なお本発明では、駆動
用トランジスタ１０２がディプリーション型であっても、電流制御用トランジスタ１０３
がエンハンスメント型なので、発光素子１０４に電流が供給されないように制御すること
ができる。
【００２９】
データ保持期間では、走査線Ｇｊ（ｊ＝１～ｙ）の電位を制御することでスイッチング用
トランジスタ１０１をオフにし、書き込み期間において書き込まれたビデオ信号の電位を
保持する。書き込み期間において電流制御用トランジスタ１０３をオンにした場合、ビデ
オ信号の電位は容量素子１０５によって保持されているので、発光素子１０４への電流の
供給は維持されている。逆に、書き込み期間において電流制御用トランジスタ１０３をオ
フにした場合、ビデオ信号の電位は容量素子１０５によって保持されているので、発光素
子１０４への電流の供給は行なわれていない。
【００３０】
なお素子基板は、本発明の発光装置を作製する過程における、発光素子が形成される前の
一形態に相当する。
【００３１】
本発明の発光装置において用いられるトランジスタは、単結晶シリコンを用いて形成され
たトランジスタであっても良いし、ＳＯＩを用いたトランジスタであっても良いし、多結
晶シリコンやアモルファスシリコンを用いた薄膜トランジスタであっても良い。また、有
機半導体を用いたトランジスタであっても良いし、カーボンナノチューブを用いたトラン
ジスタであってもよい。また本発明の発光装置の画素に設けられたトランジスタは、シン
グルゲート構造を有していても良いし、ダブルゲート構造やそれ以上のゲート電極を有す
るマルチゲート構造であっても良い。
【００３２】
上記構成により、電流制御用トランジスタ１０３は線形領域で動作するため電流制御用ト
ランジスタ１０３のソース・ドレイン間電圧Ｖｄｓは小さく、電流制御用トランジスタ１
０３のゲート・ソース間電圧Ｖｇｓの僅かな変動は、発光素子１０４に流れる電流に影響
しない。発光素子１０４に流れる電流は飽和領域で動作する駆動用トランジスタ１０２に
より決定される。よって、電流制御用トランジスタ１０３のゲート・ソース間に設けられ
た容量素子１０５の容量を大きくしたり、スイッチング用トランジスタ１０１のオフ電流
を低く抑えたりしなくても、発光素子１０４に流れる電流には影響しない。また、電流制
御用トランジスタ１０３のゲートにつく寄生容量による影響も受けない。このため、ばら
つき要因が減り、画質を大いに高めることができる。
【００３３】
（実施の形態２）
本実施の形態では、本発明の発光装置が有する画素の、図１とは異なる形態について説明
する。
【００３４】
図２に示す画素は、発光素子２０４と、スイッチング用トランジスタ２０１と、駆動用ト
ランジスタ２０２と、電流制御用トランジスタ２０３と、電流制御用トランジスタ２０３
を強制的にオフさせるためのトランジスタ（消去用トランジスタ）２０６とを有している
。上記素子に加えて容量素子２０５を画素に設けても良い。
【００３５】
駆動用トランジスタ２０２及び電流制御用トランジスタ２０３は同じ極性を有する。トラ
ンジスタのサイズ、特性および動作領域については、実施の形態１と同様の設定にすれば
よい。
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【００３６】
スイッチング用トランジスタ２０１のゲートは、第１の走査線Ｇａｊ（ｊ＝１～ｙ）に接
続されている。スイッチング用トランジスタ２０１のソースとドレインは、一方が信号線
Ｓｉ（ｉ＝１～ｘ）に、もう一方が電流制御用トランジスタ２０３のゲートに接続されて
いる。また消去用トランジスタ２０６のゲートは、第２の走査線Ｇｅｊ（ｊ＝１～ｙ）に
接続されており、ソースとドレインは、一方が電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に、他方が電流
制御用トランジスタ２０３のゲートに接続されている。駆動用トランジスタ２０２のゲー
トは電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続されている。そして駆動用トランジスタ２０２及び
電流制御用トランジスタ２０３は、電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）から供給される電流が、駆
動用トランジスタ２０２及び電流制御用トランジスタ２０３のドレイン電流として発光素
子２０４に供給されるように、電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）、発光素子２０４と接続されて
いる。本実施の形態では、電流制御用トランジスタ２０３のソースが電源線Ｖｉ（ｉ＝１
～ｘ）に接続され、駆動用トランジスタ２０２のドレインが発光素子２０４の画素電極に
接続される。
【００３７】
なお駆動用トランジスタ２０２のソースを電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続し、電流制御
用トランジスタ２０３のドレインを発光素子２０４の画素電極に接続してもよい。
【００３８】
発光素子２０４は陽極と陰極と、陽極と陰極との間に設けられた電界発光層とからなる。
図２のように陽極が駆動用トランジスタ２０２と接続している場合、陽極が画素電極、陰
極が対向電極となる。発光素子２０４の対向電極と、電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）のそれぞ
れには、発光素子２０４に順バイアス方向の電流が供給されるように、電位差が設けられ
ている。
【００３９】
容量素子２０５が有する２つの電極は、一方は電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続されてお
り、もう一方は電流制御用トランジスタ２０３のゲートに接続されている。
【００４０】
図２では駆動用トランジスタ２０２および電流制御用トランジスタ２０３をP型トランジ
スタとし、駆動用トランジスタ２０２のドレインと発光素子２０４の陽極とを接続した。
逆に駆動用トランジスタ２０２および電流制御用トランジスタ２０３をN型トランジスタ
とするならば、駆動用トランジスタ２０２のソースと発光素子２０４の陰極とを接続する
。この場合、発光素子２０４の陰極が画素電極、陽極が対向電極となる。
【００４１】
図２に示す画素は、その動作を書き込み期間、データ保持期間、消去期間とに分けて説明
することができる。書き込み期間とデータ保持期間におけるスイッチング用トランジスタ
２０１、駆動用トランジスタ２０２及び電流制御用トランジスタ２０３の動作については
、図１の場合と同様である。
【００４２】
消去期間では、第２の走査線Ｇｅｊ（ｊ＝１～ｙ）が選択されて消去用トランジスタ２０
６がオンになり、電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）の電位が消去用トランジスタ２０６を介して
電流制御用トランジスタ２０３のゲートに与えられる。よって、電流制御用トランジスタ
２０３がオフになるため、発光素子２０４に強制的に電流が供給されない状態を作り出す
ことができる。
【００４３】
（実施の形態３）
本実施の形態では、本発明の発光装置が有する画素の、図１及び図２とは異なる形態につ
いて説明する。
【００４４】
図３に示す画素は、発光素子３０４と、ビデオ信号の画素への入力を制御するためのスイ
ッチング素子として用いるトランジスタ（スイッチング用トランジスタ）３０１と、発光
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素子３０４に流れる電流値を制御する駆動用トランジスタ３０２、発光素子３０４への電
流の供給を制御する電流制御用トランジスタ３０３とを有している。さらに本実施の形態
のように、ビデオ信号の電位を保持するための容量素子３０５を画素に設けても良い。
【００４５】
駆動用トランジスタ３０２及び電流制御用トランジスタ３０３は同じ極性を有する。トラ
ンジスタのサイズ、特性および動作領域については、実施の形態１と同様の設定にすれば
よい。
【００４６】
スイッチング用トランジスタ３０１のゲートは、走査線Ｇｊ（ｊ＝１～ｙ）に接続されて
いる。スイッチング用トランジスタ３０１のソースとドレインは、一方が信号線Ｓｉ（ｉ
＝１～ｘ）に、もう一方が電流制御用トランジスタ３０３のゲートに接続されている。駆
動用トランジスタ３０２のゲートは駆動用トランジスタ３０２のソースに接続されている
。そして駆動用トランジスタ３０２及び電流制御用トランジスタ３０３は、電源線Ｖｉ（
ｉ＝１～ｘ）から供給される電流が、駆動用トランジスタ３０２及び電流制御用トランジ
スタ３０３のドレイン電流として発光素子３０４に供給されるように、電源線Ｖｉ（ｉ＝
１～ｘ）、発光素子３０４と接続されている。本実施の形態では、電流制御用トランジス
タ３０３のソースが電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続され、駆動用トランジスタ３０２の
ドレインが発光素子３０４の画素電極に接続される。
【００４７】
なお駆動用トランジスタ３０２のソースおよびゲートを電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続
し、電流制御用トランジスタ３０３のドレインを発光素子３０４の画素電極に接続しても
よい。
【００４８】
発光素子３０４は陽極と陰極と、陽極と陰極との間に設けられた電界発光層とからなる。
図３のように陽極が駆動用トランジスタ３０２と接続している場合、陽極が画素電極、陰
極が対向電極となる。発光素子３０４の対向電極と、電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）のそれぞ
れには、発光素子３０４に順バイアス方向の電流が供給されるように、電位差が設けられ
ている。
【００４９】
容量素子３０５が有する２つの電極は、一方は電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続されてお
り、もう一方は電流制御用トランジスタ３０３のゲートに接続されている。容量素子３０
５はスイッチング用トランジスタ３０１が非選択状態（オフ状態）にある時、容量素子３
０５の電極間の電位差を保持するために設けられている。なお図３では容量素子３０５を
設ける構成を示したが、本発明はこの構成に限定されず、容量素子３０５を設けない構成
にしても良い。
【００５０】
図３では駆動用トランジスタ３０２および電流制御用トランジスタ３０３をP型トランジ
スタとし、駆動用トランジスタ３０２のドレインと発光素子３０４の陽極とを接続した。
逆に駆動用トランジスタ３０２および電流制御用トランジスタ３０３をN型トランジスタ
とするならば、駆動用トランジスタ１０２のソースと発光素子３０４の陰極とを接続する
。この場合、発光素子３０４の陰極が画素電極、陽極が対向電極となる。
【００５１】
図３に示す画素の動作については、図１の場合と同様である。
【００５２】
（実施の形態４）
本実施の形態では、本発明の発光装置が有する画素の、図１から図３とは異なる形態につ
いて説明する。
【００５３】
図４に示す画素は、発光素子４０４と、スイッチング用トランジスタ４０１と、駆動用ト
ランジスタ４０２と、電流制御用トランジスタ４０３と、書き込まれたビデオ信号の電位
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を消去するためのトランジスタ（消去用トランジスタ）４０６とを有している。上記素子
に加えて容量素子４０５を画素に設けても良い。
【００５４】
駆動用トランジスタ４０２及び電流制御用トランジスタ４０３は同じ極性を有する。トラ
ンジスタのサイズ、特性および動作領域については、実施の形態１と同様の設定にすれば
よい。
【００５５】
スイッチング用トランジスタ４０１のゲートは、第１の走査線Ｇａｊ（ｊ＝１～ｙ）に接
続されている。スイッチング用トランジスタ４０１のソースとドレインは、一方が信号線
Ｓｉ（ｉ＝１～ｘ）に、もう一方が電流制御用トランジスタ４０３のゲートに接続されて
いる。また消去用トランジスタ４０６のゲートは、第２の走査線Ｇｅｊ（ｊ＝１～ｙ）に
接続されており、ソースとドレインは、一方が電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に、他方が電流
制御用トランジスタ４０３のゲートに接続されている。駆動用トランジスタ４０２のゲー
トは駆動用トランジスタ４０２のソースに接続されている。そして駆動用トランジスタ４
０２及び電流制御用トランジスタ４０３は、電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）から供給される電
流が、駆動用トランジスタ４０２及び電流制御用トランジスタ４０３のドレイン電流とし
て発光素子４０４に供給されるように、電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）、発光素子４０４と接
続されている。本実施の形態では、電流制御用トランジスタ４０３のソースが電源線Ｖｉ
（ｉ＝１～ｘ）に接続され、駆動用トランジスタ４０２のドレインが発光素子４０４の画
素電極に接続される。
【００５６】
なお駆動用トランジスタ４０２のソースを電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続し、電流制御
用トランジスタ４０３のドレインを発光素子４０４の画素電極に接続してもよい。
【００５７】
発光素子４０４は陽極と陰極と、陽極と陰極との間に設けられた電界発光層とからなる。
図４のように陽極が駆動用トランジスタ４０２と接続している場合、陽極が画素電極、陰
極が対向電極となる。発光素子４０４の対向電極と、電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）のそれぞ
れには、発光素子４０４に順バイアス方向の電流が供給されるように、電位差が設けられ
ている。
【００５８】
容量素子４０５が有する２つの電極は、一方は電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続されてお
り、もう一方は電流制御用トランジスタ４０３のゲートに接続されている。
【００５９】
図４では駆動用トランジスタ４０２および電流制御用トランジスタ４０３をP型トランジ
スタとし、駆動用トランジスタ４０２のドレインと発光素子４０４の陽極とを接続した。
逆に駆動用トランジスタ４０２および電流制御用トランジスタ４０３をN型トランジスタ
とするならば、駆動用トランジスタ４０２のソースと発光素子４０４の陰極とを接続する
。この場合、発光素子４０４の陰極が画素電極、陽極が対向電極となる。
【００６０】
図４に示す画素の動作については、図２の場合と同様である。
【００６１】
また、本発明におけるスイッチング用トランジスタ及び消去用トランジスタはN型トラン
ジスタを用いてもよいし、P型トランジスタを用いてもよい。
【００６２】
【実施例】
以下に、本発明の実施例について記載する。
【００６３】
[実施例１]
アクティブマトリクス型表示装置に本発明の画素構成が使用される場合、その構成と駆動
について説明する。
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【００６４】
図５に外部回路のブロック図とパネルの概略図を示す。
【００６５】
図５に示すように、アクティブマトリクス型表示装置は外部回路５００４及びパネル５０
１０を有する。外部回路５００４はＡ／Ｄ変換部５００１、電源部５００２及び信号生成
部５００３を有する。Ａ／Ｄ変換部５００１はアナログ信号で入力された映像データ信号
をデジタル信号（ビデオ信号）に変換し、信号線駆動回路５００６へ供給する。電源部５
００２はバッテリーやコンセントより供給された電源から、それぞれ所望の電圧値の電源
を生成し、信号線駆動回路５００６、走査線駆動回路５００７、ＯＬＥＤ素子５０１１、
信号生成部５００３等に供給する。信号生成部５００３には、電源、映像信号及び同期信
号等が入力され、各種信号の変換を行う他、信号線駆動回路５００６及び走査線駆動回路
５００７を駆動するためのクロック信号等を生成する。
【００６６】
外部回路５００４からの信号及び電源はＦＰＣを通し、パネル５０１０内のＦＰＣ接続部
５００５から内部回路等に入力される。
【００６７】
また、パネル５０１０は基板５００８上に、ＦＰＣ接続部５００５、内部回路が配置され
、また、ＯＬＥＤ素子５０１１を有する。内部回路は信号線駆動回路５００６、走査線駆
動回路５００７及び画素部５００９を有する。図５には例として実施形態１に記載の画素
を採用しているが、前記画素部５００９に本発明の実施形態に挙げたいずれかの画素構成
を採用することができる。
【００６８】
基板中央には画素部５００９が配置され、その周辺には、信号線駆動回路５００６及び走
査線駆動回路５００７が配置されている。ＯＬＥＤ素子５０１１及び、前記ＯＬＥＤ素子
の対向電極は画素部５００９全体面に形成されている。
【００６９】
より詳しく、図６に信号線駆動回路５００６のブロック図を示す。
【００７０】
信号線駆動回路５００６はＤ－フリップフロップ６００１を複数段用いてなるシフトレジ
スタ６００２、データラッチ回路６００３、ラッチ回路６００４、レベルシフタ６００５
及びバッファ６００６等を有する。
【００７１】
入力される信号はクロック信号線（Ｓ－ＣＫ）、反転クロック信号線（Ｓ－ＣＫＢ）、ス
タートパルス（Ｓ－ＳＰ）、ビデオ信号（ＤＡＴＡ）及びラッチパルス（ＬａｔｃｈＰｕ
ｌｓｅ）とする。
【００７２】
まず、クロック信号、クロック反転信号及びスタートパルスのタイミングに従って、シフ
トレジスタ６００２より、順次サンプリングパルスが出力される。サンプリングパルスは
データラッチ回路６００３へ入力され、そのタイミングで、ビデオ信号を取り込み、保持
する。この動作が一列目から順に行われる。
【００７３】
最終段のデータラッチ回路６００３においてビデオ信号の保持が完了すると、水平帰線期
間中にラッチパルスが入力され、データラッチ回路６００３において保持されているビデ
オ信号は一斉にラッチ回路６００４へと転送される。その後、レベルシフタ６００５にお
いてレベルシフトされ、バッファ６００６において整形された後、信号線Ｓ１からＳｎへ
一斉に出力される。その際、走査線駆動回路５００７によって選択された行の画素へ、Ｈ
レベル、Ｌレベルが入力され、ＯＬＥＤ素子５０１１の発光、非発光を制御する。
【００７４】
本実施例にて示したアクティブマトリクス型表示装置はパネル５０１０と外部回路５００
４が独立されているが、これらを同一基板上に一体形成して作製してもよい。また、表示
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装置は例として、ＯＬＥＤを使用したものとしたが、ＯＬＥＤ以外の発光素子を利用した
発光装置でもよい。また、信号線駆動回路５００６内にレベルシフタ６００５及びバッフ
ァ６００６が無くてもよい。
【００７５】
[実施例２]
本実施例では、図２に示した画素の、上面図の一実施例について説明する。図７に本実施
例の画素の上面図を示す。
【００７６】
７００１は信号線、７００２は電源線に相当し、７００４は第１の走査線、７００３は第
２の走査線に相当する。本実施例では、信号線７００１と電源線７００２は同じ導電膜で
形成し、第１の走査線７００４と第２の走査線７００３は同じ導電膜で形成する。また７
００５はスイッチング用トランジスタであり、第１の走査線７００４の一部がそのゲート
電極として機能する。また７００６は消去用トランジスタであり、第２の走査線７００３
の一部がそのゲート電極として機能する。７００７は駆動用トランジスタ、７００８は電
流制御用トランジスタに相当する。駆動用トランジスタ７００７は、そのＬ／Ｗが電流制
御用トランジスタ７００８よりも大きくなるように、活性層が曲がりくねっている。７０
０９は画素電極に相当し、電界発光層や陰極（共に図示せず）と重なる領域（発光エリア
）７０１０において発光する。
【００７７】
なお本発明の上面図は本の一実施例であり、本発明はこれに限定されないことは言うまで
もない。
【００７８】
[実施例３]
本実施例では、図２に示した画素の、図７とは異なる上面図の一実施例について説明する
。図１０に本実施例の画素の上面図を示す。
【００７９】
１０００１は信号線、１０００２は電源線に相当し、１０００４は第１の走査線、１００
０３は第２の走査線に相当する。本実施例では、信号線１０００１と電源線１０００２は
同じ導電膜で形成し、第１の走査線１０００４と第２の走査線１０００３は同じ導電膜で
形成する。また１０００５はスイッチング用トランジスタであり、第１の走査線１０００
４の一部がそのゲート電極として機能する。また１０００６は消去用トランジスタであり
、第２の走査線１０００３の一部がそのゲート電極として機能する。１０００７は駆動用
トランジスタ、１０００８は電流制御用トランジスタに相当する。駆動用トランジスタ１
０００７は、そのＬ／Ｗが電流制御用トランジスタ１０００８よりも大きくなるように、
活性層が曲がりくねっている。１０００９は画素電極に相当し、電界発光層や陰極（共に
図示せず）と重なる領域（発光エリア）１００１０において発光する。
【００８０】
なお本発明の上面図は本の一実施例であり、本発明はこれに限定されないことは言うまで
もない。
【００８１】
[実施例４]
本実施例では、画素の断面構造について説明する。
【００８２】
図１１（Ａ）に、駆動用トランジスタ１１０２１がP型で、発光素子１１０２２から発せ
られる光が陽極１１０２３側に抜ける場合の、画素の断面図を示す。図１１（Ａ）では、
発光素子１１０２２の陽極１１０２３と駆動用トランジスタ１１０２１が電気的に接続さ
れており、陽極１１０２３上に電界発光層１１０２４、陰極１１０２５が順に積層されて
いる。陰極１１０２５は仕事関数が小さく、なおかつ光を反射する導電膜であれば公知の
材料を用いることができる。例えば、Ｃａ、Ａｌ、ＣａＦ、ＭｇＡｇ、ＡｌＬｉ等が望ま
しい。そして電界発光層１１０２４は、単数の層で構成されていても、複数の層が積層さ
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れるように構成されていてもどちらでも良い。複数の層で構成されている場合、陽極１１
０２３上にホール注入層、ホール輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層の順に積層す
る。なおこれらの層を全て設ける必要はない。陽極１１０２３は光を透過する透明導電膜
を用いて形成し、例えばＩＴＯの他、酸化インジウムに２～２０％の酸化亜鉛（ＺｎＯ）
を混合した透明導電膜を用いても良い。
【００８３】
陽極１１０２３と、電界発光層１１０２４と、陰極１１０２５とが重なっている部分が発
光素子１１０２２に相当する。図１１（Ａ）に示した画素の場合、発光素子１１０２２か
ら発せられる光は、白抜きの矢印で示すように陽極１１０２３側に抜ける。
【００８４】
図１１（Ｂ）に、駆動用トランジスタ１１００１がN型で、発光素子１１００２から発せ
られる光が陽極１１００５側に抜ける場合の、画素の断面図を示す。
図１１（Ｂ）では、発光素子１１００２の陰極１１００３と駆動用トランジスタ１１００
１が電気的に接続されており、陰極１１００３上に電界発光層１１００４、陽極１１００
５が順に積層されている。陰極１１００３は仕事関数が小さく、なおかつ光を反射する導
電膜であれば公知の材料を用いることができる。例えば、Ｃａ、Ａｌ、ＣａＦ、ＭｇＡｇ
、ＡｌＬｉ等が望ましい。そして電界発光層１１００４は、単数の層で構成されていても
、複数の層が積層されるように構成されていてもどちらでも良い。複数の層で構成されて
いる場合、陰極１１００３上に電子注入層、電子輸送層、発光層、ホール輸送層、ホール
注入層の順に積層する。なおこれらの層を全て設ける必要はない。陽極１１００５は光を
透過する透明導電膜を用いて形成し、例えばＩＴＯの他、酸化インジウムに２～２０％の
酸化亜鉛（ＺｎＯ）を混合した透明導電膜を用いても良い。
【００８５】
陰極１１００３と、電界発光層１１００４と、陽極１１００５とが重なっている部分が発
光素子１１００２に相当する。図１１（Ｂ）に示した画素の場合、発光素子１１００２か
ら発せられる光は、白抜きの矢印で示すように陽極１１００５側に抜ける。
【００８６】
なお本実施例では、駆動用トランジスタと発光素子が電気的に接続されている例を示した
が、駆動用トランジスタと発光素子との間に電流制御用トランジスタが接続されている構
成であってもよい。
【００８７】
[実施例５]
実施形態２の画素構成を用いた駆動タイミングの一例を、図１２を用いて説明する。
【００８８】
図１２（A）はデジタル時間階調方式を用い、４ビット階調を表現する場合の例である。
データ保持期間Ｔｓ１～Ｔｓ４は、その長さの比をＴｓ１：Ｔｓ２：Ｔｓ３：Ｔｓ４＝２
3：２2：２1：２0＝８：４：２：１としている。
【００８９】
動作について説明する。まず、書き込み期間Tｂ1において、１行目から順に第１の走査線
が選択され、スイッチング用トランジスタがオンする。次に、信号線よりビデオ信号が各
画素に入力され、その電位によって各画素の発光、非発光が制御される。ビデオ信号の書
き込みが完了した行においては、直ちにデータ保持期間Ts1へと移る。同じ動作が、最終
行まで行われ、期間Ta1が終了する。このときデータ保持期間Ts1が終了した行から順に書
き込み期間Tｂ2へ移る。
【００９０】
ここで、書き込み期間よりも短いデータ保持期間を有するサブフレーム期間(ここでは期
間Ta4が該当する)においては、データ保持期間の終了後、直ちに次の書き込み期間が開始
しないよう、消去期間２１０２を設ける。消去期間においては発光素子は、強制的に非発
光状態とされる。
【００９１】
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ここでは４ビット階調を表現する場合について説明したが、ビット数及び階調数はこれに
限定されない。また、発光の順番はTs１～Ts４である必要はなく、ランダムでもよいし、
複数に分割して発光してもよい。
【００９２】
[実施例６]
本発明の表示装置は様々な電子機器の表示部に用いることができる。特に低消費電力が要
求されるモバイル機器には本発明の表示装置を用いることが望ましい。
【００９３】
具体的に前記電子機器として、携帯情報端末（携帯電話、モバイルコンピュータ、携帯型
ゲーム機または電子書籍等）、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型ディスプレイ
、表示ディスプレイ、ナビゲーションシステム等が挙げられる。これら電子機器の具体例
を図８に示す。
【００９４】
図８（Ａ）表示ディスプレイであり、筐体８００１、音声出力部８００２、表示部８００
３等を含む。本発明の表示装置は表示部８００３に用いることができる。表示装置は、パ
ソコン用、ＴＶ放送受信用、広告表示用など全ての情報表示装置が含まれる。
【００９５】
図８（Ｂ）はモバイルコンピュータであり、本体８１０１、スタイラス８１０２、表示部
８１０３、操作ボタン８１０４、外部インターフェイス８１０５等を含む。本発明の表示
装置は表示部８１０３に用いることができる。
【００９６】
図８（Ｃ）はゲーム機であり、本体８２０１、表示部８２０２、操作ボタン８２０３等を
含む。本発明の表示装置は表示部８２０２に用いることができる。
【００９７】
図８（Ｄ）は携帯電話であり、本体８３０１、音声出力部８３０２、音声入力部８３０３
、表示部８３０４、操作スイッチ８３０５、アンテナ８３０６等を含む。本発明の表示装
置は表示部８３０４に用いることができる。
【００９８】
以上のように、本発明の表示装置の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に用
いることが可能である。
【００９９】
【発明の効果】
電流制御用トランジスタのゲート・ソース間に設けられた容量素子の容量を大きくしたり
、スイッチング用トランジスタのオフ電流を低く抑えたりしなくても、発光素子に流れる
電流に影響しない。また、電流制御用トランジスタのゲートにつく寄生容量による影響も
受けない。このため、ばらつき要因が減り、画質を大いに高めることができる。
【０１００】
また、スイッチング用トランジスタはオフ電流を低く抑える必要がないため、トランジス
タ作製プロセスを簡略化することができ、コスト削減、歩留まり向上に大きく貢献するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　　本発明の一実施形態を示す図。
【図２】　　本発明の一実施形態を示す図。
【図３】　　本発明の一実施形態を示す図。
【図４】　　本発明の一実施形態を示す図。
【図５】　　外部回路とパネルの概要を示す図。
【図６】　　信号線駆動回路の一構成例を示す図。
【図７】　　本発明の上面図の一例を示す図。
【図８】　　本発明が適用可能な電子機器の例を示す図。
【図９】　　実施例を示す図。
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【図１０】　　本発明の上面図の一例を示す図。
【図１１】　　本発明の断面構造の一例を示す図。
【図１２】　　本発明の動作タイミングの一例を示す図。
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【図３】
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【図８】 【図９】
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